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 要  旨 
現在、短波長領域のローカルエリア・ネットワーク及びマルチチップ・モジュールの光相互接続
における光検出器として、GaAsPINフォトダイオード、GaAsアバランチェフォトダイオード、
AlGaAs/GaAs ヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタが一般的に用いられている。しかし、
GaAsPINフォトダイオードは電流利得を持たないという問題点があり、GaAsアバランチェフォ
トダイオードはノイズが大きいという問題点がある。これに対して、AlGaAs/GaAsヘテロ接合バ
イポーラフォトトランジスタは、電流利得を持ち、ノイズが小さいという利点を持つ。 
 近年、AlGaAs/GaAs ヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタに代わって、InGaP/GaAs ヘ
テロ接合バイポーラフォトトランジスタが提案されている。これは、InGaP/GaAsヘテロ接合バ
イポーラフォトトランジスタが、AlGaAs/GaAsヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタと比べ
て、電流利得が大きいという利点を持つためである。そのため、InGaP/GaAsヘテロ接合バイポ
ーラフォトトランジスタの動作方法及び構造に関する様々な研究が行われている。InGaP/GaAs
ヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタの動作方法に関しては、2 端子動作、3 端子電流制御
動作、3 端子電圧制御動作が提案されており、理論及び実験の研究から、3 端子電圧制御動作が
優れた特性を示すことが知られている。また、InGaP/GaAsヘテロ接合バイポーラフォトトラン
ジスタの構造として、デュアルエミッタ構造、エミッタレッジ構造、エミッタ透明電極構造が提
案されており、それぞれの構造が特性を改善させることが確かめられている。 
しかし、InGaP/GaAsヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタの構造及び形状に関して様々
な研究が行われているが、光学利得を向上させる構造及び形状は十分に検討されていない。そこ
で、本研究では、InGaP/GaAsヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタの光学利得を向上させ
る構造及び形状の検討を行った。レッジ幅(レッジの有無を含む)、エミッタ-ベース電極間の距離、
露出したコレクタ表面領域の幅、ベース電極の形状を変化させた InGaP/GaAsヘテロ接合バイポ
ーラフォトトランジスタを作製し、InGaP/GaAsヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタにつ
いて、それぞれの 2 端子動作、3 端子電流制御動作、3 端子電圧制御動作の特性を比較及び形状
による動作の比較を行った。 
 
